OEM: Telefunken 2N914

Datasheet

2 N 914

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Transistor fiir schnelle Schalter.
Silicon NPN epitaxial planar transistor for high speed switching.

Abmessungen + Dimensions

MaBe in mm
M2:1

Kollektor mit Gehduse verbunden
Collector is connected 1o case

Zubehdr - Accessories
Zwischensockel Ident-Nr. 009010

Absolute Grenzdaten - Absolute maximum ratings

Kollektor-Basis-Sperrspannung Uceo
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Ree = 10Q  Ucen

Uceo
Emitter-Basis-Sperrspannung Ueso
Kollektorstrom Ic
Gesamtverlustieistung
tamt = 45°C Ptot
Sperrschichttemperatur L]
Lagerungstemperatur targ

Normgehéuse
DIN 18A 3
JEDEC TO 18
Gewicht - Weight
max. 054
40 v
20 v
15 v
5 v
500 ma
320 mw
200 "C

-65...+ 200 *"C
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Warmewiderstande - Thermal resistances
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Statische KenngréBen - DC characteristics
Umgebungstemperatur taymp = 25°C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom
Uge = 20V
Uge = 20V, tame = 150°C

Uce = 20V, Uge = 0,25V, tamy = 125°C

Emitterreststrom
Ugs = 4V

Kollektor-Basis-Durchbruchspannung

Ilc =1 pA

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

Ic = 30mA, Ree = 10 Q,
Ic = 30 mA

Emitter-Basis-Durchbruchspannung

le = 10 pA

"} AQL - 0,65% **) AQL = 2,5%

1} impulsméiBig gamassnn:1p = 0,02, 1p = 0.3ms
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Min.

40

20
15

480 “CwW

145 “CIwW
Typ. Max.

25 nA

15 pA

10 upA
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Kollektor-Sattigungsspannung
le = 200mA, lg = 20mA

lg = 1.20mA, Ig = 10-1g, tamb = =55... 1

Basis-Sattigungsspannung
le = 10mA, lg = 1 mA
Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis
Uge = 1V, lc = 10 mA,

Uce = 1V, Ic = 10 mA, tamp = —55°C,

Uce aV, le 500 ma,
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Dynamische KenngréBen - AC characteristics

Umgebungstemperatur tyn, = 25°C
Transit-Frequenz

Uege = 10V, |z = 20mA, f = 100 MHz

Kollektor-Basis-Kapazitat

Ueg = 10V, I =0mA, f = 1MHz
Emitter-Basis-Kapazitat

U =05V, lc=0mA,f = 1LMHz

Schaltzeiten + Switching times
Umgebungstemperatur tamp = 25°C
Einschaltzeit

lg = 200 mA, Iy = 40 mA
Ausschaltzeit

lc = 200 mA, lgx = —lpz = 40 mA
Speicher-Zeitkonstante

Ic = Iy = =lpz = 20mA

") AQL = 0B5%, ") AQL - 2.5%,

I} impulsméBig gemeuen:lp = 0L Ip = 0.3ms
£) sishe MaBschaltung 1

) siahe Mafschaltung 2
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Min. Typ.

0,68
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12
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Min. Typ.

300

Min. Typ.
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